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Procedeu de cstere a structurii pInP-nCdsS, care include amplasareui substrat de pInP, corodat preventiv, cu
orientarea cristalografic (100) si dezorientarea de.35° in diregia (110) intr-un reactor, falzirea zonei de
crestere a substratuluji stabilizarea temperaturii Tn diapazonul de 48%50°C, pulverizarea, in flux deschis de
oxigen, a soltilor de CdCI2si SnCl4 cu formarea pe substrat a unui strat deSG@R, apoi pulverizarea sdgilor

de CdCIZi CS(NH2)2 cu formarea pe acesta a unui strat diSnC



